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今月号の概要----------------------------------------------------------------  1 
 
1.科学技術トピックス 
1.1 ライフサイエンス分野-----------------------------------------------------  3 
（１）食細胞によるがん遺伝子取り込みと発がん性獲得 
（２）脊髄損傷の機能回復に嗅覚系の細胞が有効 
1.2 情報通信分野-------------------------------------------------------------  4 
（１）クラスタ上で実行可能な OpenMP コンパイラ 
（２）超高速通信用超短パルス光源の開発動向 
1.3 環境分野-----------------------------------------------------------------  6 
（１）都市の雨水管理評価プログラムの開発動向と課題－米国の土木学会報告－ 
（２）生物学的手法を用いた環境中の微量化学物質測定 
1.4 ナノテク・材料分野-------------------------------------------------------  7 
（１）ダイヤモンド pn接合からの紫外線発光 
（２）超伝導マイクロカロリメータを用いた超高感度分析装置 
1.5 エネルギー分野-----------------------------------------------------------  8 
（１）実用機に近い高温超伝導ケーブル送電路の課電・通電試験が始まる 
（２）解体核プルトニウムの処分についての米原子力学会パネルディスカッション 




1.8 フロンティア分野--------------------------------------------------------- 11 
（１）ROGUE WAVES 2000 国際研究集会 
 
2.特集：次世代 Si-MOSデバイスの研究開発動向 
2.1 緒言--------------------------------------------------------------------- 12 
2.2 IBM､Intelの発表---------------------------------------------------------- 12 
2.3 高速トランジスタの考え方------------------------------------------------- 12 
2.4 高速トランジスタの方向性------------------------------------------------- 13 
2.5 結言--------------------------------------------------------------------- 13 
 
3.特集：新規超伝導体ＭｇＢ２と研究開発動向 
3.1 はじめに----------------------------------------------------------------- 15 
3.2 これまでの超伝導研究開発の動向------------------------------------------- 15 
3.3 二ホウ化マグネシウム MgB2の超伝導----------------------------------------- 16 
3.4 MgB2に関する日本および海外の研究動向------------------------------------- 18 
3.5 おわりに----------------------------------------------------------------- 18 
 
4．特集：カーボンナノチューブ製造技術開発の動向 
4.1 はじめに----------------------------------------------------------------- 20 
4.2 CNTの応用が期待される用途及び製造技術開発の必要性------------------------ 20 
4.3 CNTの一般的な合成法の概要------------------------------------------------ 21 
4.4 わが国における製造技術開発状況について----------------------------------- 21 
4.5 海外の状況--------------------------------------------------------------- 22 





























































































1.8 フロンティア分野               




















































































































2001年5月号のProceedings of the National 
























































































































































































































































































































































素をドーピングした p 型半導体ダイヤモンドの pn
接合を作製し、その電気特性と発光特性につい
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２．特 集 ： 次 世 代 S i -M OS デバイスの研 究 開 発 動 向  
 
総括ユニット/情報通信ユニット  小笠原 敦 
 




ジウム（6 月 12 日から京都で開催）にさきがけ、
Si-MOS デバイスの今後の方向性を示した発表が




















2.2 IBM、Intel の発表                 
 
2.2.1 IBM 



































る Strained Silicon Technologyは、80年代後半か
ら 90年代前半にかけて Direct Bonding SOI②（直
接貼合わせSOI）やSIMOX（酸素イオン注入SOI）
で作製されていた Thin-Film SOI MOSで既に観
測されていた現象と同じものである。Si に応力を








ルをキャリアとする p-channel MOS では逆にホー
ルの有効質量が増大してモビリティが落ち、同一













 MOS と、ホール（プラス電荷）をキャリアとする p-
channel MOSが組み合わされた、いわゆるCMOS

























































MOSでも n-channel MOS と p-channel MOSでは
ドライブ能力が違い、現状でも実は非常にバラン













る 。先の IEDM （ IEEE International Electron 


















高速トランジスタとしては 6 月 25 日に IBM より
210GHz で動作するトランジスタも発表されている



































































































３．特 集 ： 新 規 超 伝 導 体 ＭｇＢ ２ と研 究 開 発 動 向  
 
材料・製造技術ユニット  名嘉 節 
 






























れている NbTiは、この LTSの一つである。 
一方、高温超伝導体（High temperature super
-conductor HTS）は 1986 年に IBM チューリッヒ












度は PbCs2C60の 33K である。最近、電界効果素
子構造の C60で臨界温度 52Kの超伝導転移が発
見され注目を集めている。 
図表 1 近年の超伝導体の発見 
1980 年 パリ南大学の D. Jerome 他が超伝導
有機物体（TMTSF）2PF6 を発見。 
1986 年 IBM チューリッヒ研究所の Bednorz と
Muller が酸化物高温超伝導体を発
見。 
1991 年 フロリダ大学の A. F. Hebard 他がフ
ラーレン（C60）の超伝導を発見（カリ
ウムをドープした C60）。 







2001 年 3 月 青山学院大学の秋光純教授のグ
ループは MgB2 が 39K で超伝導にな
ることを正式発表。 


















出荷されている。20 テスラ以上の NMR 用超伝導
マグネットに必要な LTS および HTS 線材の開発
が行われている。 

























































































MgB2 が 39K であることから、MgB2 の超伝導が





















































電力ケーブル  HTS（77K）  
SMES LTS（4K) HTS（77K） MgB2（20K） 
MRI 用マグネット LTS（4K）  MgB2（20K） 
NMR 用高磁場マグネット LTS（4K 以下) HTS（4K 以下）  
加速器、核融合用マグネット LTS（4K）  MgB2（4K） 
リニアモーターカー  HTS（77K 以下） MgB2（20K） 
情報デバイス LTS（4K）  MgB2（20K） 
センサー LTS（4K）  MgB2（20K） 
バルク（磁石）  HTS（77K）  
（図表２、３ともに科学技術動向研究センターで作成） 
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４．特 集 ：カ ーボンナノチューブ製 造 技 術 開 発 の動 向  
 
材料・製造技術ユニット  多田 国之 
 









CNT は 1991 年に NEC の飯島によってまず

























この中で SPM 探針は実用化（SPM 探針用
MWCNT が 2000 年から市販）されており、また、
CNT をエミッタとして用いた FED の試作機が、伊
勢電子工業、韓国のサムソン、NEC から発表され
ている。 





























図表３ CNT の応用が期待される用途例 















































また、前述したように CNT には MWCNT と





























































4.4.1 CVD 法 
CNT の大量合成に向いていると考えられる
CVD 法について検討が進んでいる。試験プラント
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図表４  炭素源としてカルビン類を用いる方法 
（大阪ガス資料より科学技術動向研究センターで作成） 
 
図表５  炭素前駆体ポリマーチューブを炭素化する方法 
（群馬大学大谷研究室資料より科学技術動向研究センターで作成） 
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PTFE    炭素中間体
  （カルビン類）
化学還元 電子線照射
     など
             ＰＴＦＥ
（ポリテトラフルオロエチレン)
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